
产品规格书
1470nm 高功率半导体激光二极管芯片



西安立芯光电科技有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业路 125 号西安半导体产业园 E3 座 立中国之芯 造激光之源

1470nm 高功率半导体激光二极管芯片

（LC-UMC-95-1470-TE-3.5-3.0-D1）

性能特点 典型应用
● 多元量子阱 ● 中高功率工业光纤激光器泵浦

● 高功率 ● 生物医学

● 高效率 ● 激光装备

● 高可靠性 ● 科研

光电性能（@Tc=25±3℃）



西安立芯光电科技有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业路 125 号西安半导体产业园 E3 座 立中国之芯 造激光之源

极限参数

测试曲线

LIV 曲线

说明：

1、单位：微米

2、发光区宽度：95微米

3、P电极：芯片正面，电极厚度0.3微米±0.03微米

4、N 电极：芯片背面，电极厚度 0.6 微米±0.03 微米

注意事项

应采取必要的 ESD 防护措施，已避免芯片被静电损伤。

GaAs 基芯片易碎，取用时需十分小心。推荐使用真空吸附方式取用芯片。

焊接力度、温度等参数需小心设置，已避免损坏芯片。

参数名称 符号 额定值 单位

工作温度 Tc -20～+60 ℃

存储温度 Tstg -40～+125 ℃

最大输出功率 Pmax 5 W

最大正向电流 If 15 A


